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Рядом авторов [I, 2, 3] исследовалась стабильность центров для 
различных щелочно-галоидных кристаллов.

Каслер, ГІрингсгейм и Юстер [3] исследовали устойчивость F -цен
тров, созданных рентгеновыми лучами в кристаллах NaCl, KCl и KBr 
при температуре— 185 С.

Обращает на себя вни
мание резкая зависимость 
устойчивости центров F от 
энергии кристаллической ре
шетки. С увеличением энер
гии решетки уменьшается  
к о л и ч е с т в о  распавшихся

г - ц е н т р о в і  j при нагре

вании кристалла от — 185° С 
до 20°С (рис. 1).

Физическая причина этой 
связи неочевидна, так как 
известно, что образование и 
распад F-центров суть п р о
цессы электронные, в то 
время как энергия решетки 
является термодинамичес
кой характеристикой крис
талла, связанной со взаимо
действием ионов, составляю
щих щелочно-галоидный кристалл. Объяснение наблюдаемой зависи
мости заключается, вероятно, в следующем.

Многие авторы [4, 5, 6], основываясь на изучении кинетики рас
пада F -центров, пришли к заключению о существовании в щелочно
галоидных кристаллах двух сортов F -центров — „ж естких“, устойчи
вых центров окраски, окруженных неискаженной кристаллической 
решеткой и находящихся благодаря этому в симметричном электри
ческом поле, и так называемых „мягких“ F -центров, находящихся в 
несимметричном поле из-за наличия геометрических искажений решет-
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Рис. !.Зависимость стабильности F -центров ог 
энергии кристаллической решетки. (По оси

ординат-процепт распавшихся F -центров

при нагревании кристаллов от — 1850C до 20°С 
по данным Каслера, Прингсгейма и Юстера)
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Рис. 2+ Картины избирательного травления 
кристаллов: a) NaCl, б) KCl, в) KBr (симмет
ричные пирамидальные ямки соответствуют 
выходам краевых, несимметричные—винтовых 

дислокаций).
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ки—дислокаций, и поэтому неустойчивых. Дислокации в щелочно-га
лоидных кристаллах могут быть выявлены методом избирательного 
травления.

В результате статистического исследования картин избирательного 
травления ("рис. 2а, б , в) нами была определена плотность дислокаций 
вйкристаллах NaCl, KCl и KBr, выращенных из расплава при одина
ковом температурном режиме. Есть основания ожидать, что эта ве
личина окажется в обратной зависимости от энергии решетки, так как 
одной из причин образования дислокаций является наличие механи
ческих напряжений, обусловленное неоднородностью теплового поля, 
окружаю щ его растущий из расплава кристалл. По-видимому, в кри
сталлах с малыми силами связи искажения решетки возникают в боль
шей мере при прочих равных условиях. Эксперимент подтвердил это 
предположение. На рис. 3 показана зависимость плотности дислока-
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Рис. 3. Зависимость плотности дислокаций (N) в 
кристаллах щелочно-галоидных соединений от 

энергии решетки.

ций N  от энергии кристаллической решетки. Видно, что с увеличе
нием энергии решетки уменьшается плотность дислокаций в кристалле.

Таким образом, раскрывается причина связи стабильности F -цент
ров с энергией решетки: стабильность F -центров понижается с повы
шением плотности дислокаций, плотность же дислокаций уменьшается  
с повышением сил связи меж ду частицами, составляющими кристалл.
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